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Silicon NPN transistors, VHF - UHF amplification and oscillation Tamb = 26 °C

Transistors NPN silisium, amplification et osciflation UHF et VHF

Case Prot VcEo h21e
Type Boitier {mW) (V) min max |
2N 917 TO 72 200 15 20 200
*2N 918 1072 200 16 20
2N 2865 TO 72 200 13 20 200
2N 3137 TO 39 600 20 20 120
2N 3309 TO 39 3500 50! 5
2N 3570 T0 72 200 15 20 150 & i 1500 267
2N 3571 TO 72 200 15 20 200 5 N 1»300 257
2N 3572 TO72 200 15 2 300 5 1000 257
2N 5090 TO 60 5000 30 10 200 50 500 273
2N 5109 TO 39 600 20 40 120 50 1 200 960 277
2N 65179 TO 72 200 12 25 260 3 900 281
BFW 30 TO72 250 20 25 50 19 200 1600§ €67
*BFW 92 CB 1460 190° 15 20 150 2 23§ 200 1000§ €71
BFW 93 CB 1460 190? 10 25 50 22§ 200 1700§ 677
BFX 62 T072 130 20 20 2 9 800 676§ €83
*BFY 90 TO 72 200 15 20 160 2 1300 €99
ESM 269 TO 72 360 20 50 5 2000 749
% Preferred device o Plastic case § Typical value 4 VCES TamB = 73 °C
Dispositif recommandé Boitier plastique Valeur typique

NPN silicon transistors, HF amplification

A e AR Tamb =250°C
Transistors NPN au silicium, amplification HF

Piot  |VCEO fr C12e
Case (mw} [V} h21e Ic (MHz) | {pF) f TSi 76
Type Boitier max max mﬂ _ max {mA} | typ typ (MHz) | Page
2N 3866 7039 5000 30 10 200 50 800 3 ] - 259
BF 115 TO 72 300 30 40 165 1 160 0,6 1,2 0,2 3.5 100 473
BF 167 T072 150 30 25 N 4 400 0,15 3 35 431
BF 173 _ TO 72 260 30 40 7 600 0,23 439
%BF180 TO72 200 20 15 2 700 025 5 800 503
*BF 181 T072 200 20 20 2 600 025 5 800 513
BF 182 TO 72 200 20 10 2 600 0,3 25 200 521
BF 183 TO 72 200 20 10 3 800 0,3 2,5 200 527
*BF 198 F 139 Bo 300 30 30 4 400 0,23 833
*BF 199 F139Bo 300 25 40 7 550 0,33 839
* preforred device 1 Ca2p max 2 Converter noise figure } Plastic case
Dispasitif recommandé Facteur de bruit en convertisseur Boitier plastique




